8 7/ 6 5 * 4 3 2 1
1 16 RN9:A
— SDRAM_MD48 : [+3.3V]
— SDRAM_MDS50 Z W 16 RNSS
— SDRAM_MD51 15 VAV 16 RNS:0
-~ SDRAM_MD16 13 ANV
——SDRAM_MD17 13 VN RNOM
——SDRAM_MD18 12 VN5 RNS:
——SDRAM_MD19 11T VN5 RNOR
— SDRAM_MD20 VAR
—SDRAM_MD21 3 AN\ 16 RNO:
——SDRAM_MD23 5 VNV N6 RNOH
-~ SDRAM_MD24 A TS
-~ SDRAM_MD25 NN\ —RNSE
— SDRAM_MD27 S NN E
U1:A ——SDRAM_MD28 NV RN9D
———SDRAM_MD29 VA G et
MD@| -2 SDRAM_MDO — SDRAM_MD40 N AAVE o
MD1{ -2 —SDRAM_MD1 — SDRAM_MD42 INNNAERNToR
MD2|-K3—SDRAM_MD2 — SDRAM_MD46 2NN o
MD3 <> —SDRAM_MD3 — SDRAM_MD1 AN ToR
MD4[-<\—SDRAM_MD4 — SDRAM_MD4 AN e
MD5|--3—SDRAM_MD5 — SDRAM_MD6 2 NN
MDS|-=2—SDRAM_MD§ — SDRAM_MD9 S AN R
MD7|- M SDRAM_MD7 — SDRAM_MD14 13 AAANE oD
MD8|- M2 —SDRAM_MD8 — SDRAM_MD15 SNANENios
MDg|-M1—SDRAM MD9 -~ SDRAM_MD30 2NN GR
MD10-N3—SDRAM_MD10—— ] ——SDRAM_MD31 N0
MD11 SDRAM_MD11——_ ] ——SDRAM_MD33 AN/ :
MD12|-B1— SDRAM_MD12—— 6 AN/ 16 _RN1@:F
MD13|- B3 SDRAM_MD13—— 5 AAA-16 RNTG:E
MD14 (> —SDRAM_MD 14— 12 NAN,- 16 RN1O:L
mg]g AAL SBQQM—MB]gi 20K 0.080W 2% (Parallel Port)
MD17-48 % —SDRAM_MD17—— R19 JP1
MD18[-433 —SDRAM_MD18—— ) ,
MD19—;<=—SDRAM_MD19——} ——SDRAM_MD53 UVAVAY, o—O+3.3v
i e e 20€ oo
MD22[-AE2—SDRAM_MD22—— 118W 5% Disable
mp23| AE4  SDRAM_MD23——
MD24[-AEd —SDRAM_MD24—— GND
MD25 522 —SDRAM_MD25—— .5 16 RN11:0
MD26 (4> —SDRAM_MD26——} ——SDRAM_MD2 12 AAAERUR
MD27|-48—SDRAM_MD27——— | SDRAM_MD3 A g AR
MD28|-A-8 —SDRAM_MD28——F——SDRAM_MD5 Y i
MD29 oS —SDRAM_MD29—— F——SDRAM_MD7 VAN R
MD30|-AEL—SDRAM_MD30——f——SDRAM_MD8 8 NNN—E—RTR
MD31 /58 —SDRAM_MD31—— ] ——SDRAM_MD10 NN
MD32(-3—SDRAM_MD32—— ] ——SDRAM MD11 SAMNS—RNe
MD33 [ —SDRAM_MD33—— ] ——SDRAM_MD26 VA G
MD34| K3~ SDRAM_MD34———J - SDRAM_MD37 & NNNAERNTTS
MD35(2—SDRAM_MD35—— F——SDRAM_MD38 SN RNTR
MD36(3—SDRAM_MD36——f ——SDRAM_MD41 AN
MD37(-H3—SDRAM_MD37—— ] ——SDRAM_MD43 AN ERY
MD38[-Hl—SDRAM_MD38—— ] ——SDRAM_MD45 3 ANVNAE—RNTA
MD39 M2 SDRAM_MD39—— ] ——SDRAM MD47 NN RE
MD40 = ggsﬁm_mgi?— ——SDRAM_MD52 AN\ :
MD41 — 0
MD42(>—SDRAM_MD42—— 20K 0.080W 2% VA
MD43 (- 3—SDRAM_MD43——
MD44(-F2—SDRAM_MD44—— RSS
MD45 7 gggm_mgig— ——SDRAM_MD32 AVAVAY,
MD46 —
MD47|—~S-—SDRAM_MD47——— 20K 1/8W 5%
MD48 AB2 SDRAM_MD48— R89
MD43| s SDRAN_MD49 |~ SDRAM_MD34 AN
mDs@| 484 —
MD51 [-4S2—SDRAM_MD51—— 20K 1/8W 5%
MD52(-42] —SDRAM_MD52—— R90
R A
-} AC5 _ 0 .
e - A S — 20K 1/BW 5% o (Boot Device)
b= MD57 ﬁgg SDRAM_MD57——— R20 JP6
< MD58|,5s SDRAM_MD58—— ) 1 EPROM
o MD59 428 —SDRAM_MD59—— ) ——SDRAM_MD36 AN
o MD6@| 555 —SDRAM_MD60—— 20K 5
n MD61 SDRAM_MD61——— o +3.3O0——0
MD62(-A-T—SDRAM_MD62—— 1/8W 5% PC Card A
MD63|——"—SDRAM_MD63——— SDRAM MDJ[0:63]
2 1 16 RN6:A
DQM@ SDRAM_DQMO A spamo
DQM1 |5 SDRAM_DQM1 %m 13 Rue.c SDaw 23 o1 2 23 J15 2 23 u18 2 23 w17 2
DaM2| 12— SDRAM_DQM2 TNV RS 5 —SDam2 SMAO 23 1o DQo% SDRAM_MDO SMAO 23 1ne DQo|5 SDRAM_MD16 SMAO 23 1ne DQo5 SDRAM_MD32 SMAO 23 1no DQo5 SDRAM_MD48
DQM3[-242—SDRAM_DQM3 S NANN2—RNS2—SDam3 SMAT 24 a1 DQ12 SDRAM_MD1 SMA1 24 a1 DQ1|-2 SDRAM_MD17 SMA1 24 a1 bQ1|o SDRAM_MD33 SMA1 24 1a1 bQl|o SDRAM_MD49
DQM4|+2—SDRAM_DQM4 e NV 1T RNG.F— SDbam4 SMA2 2 a2 paz|-3 SDRAM_MD2 SMA2 2 a2 DQ2|-> SDRAM_MD18 SMA2 2 1a2 paz|-3 SDRAM_MD34 SMA2 2 1a2 paz|-3 SDRAM_MD50
DQMS5|—4=—SDRAM_DQMS5 S NN H—RNe6—SDAMs SMA3 25 a3 Da3|-4 SDRAM_MD3 SMA3 28 a3 DQ3|-% SDRAM_MD19 SMA3 28 a3 DQ3|4 SDRAM_MD35 SMA3 28 1a3 DQ3|4 SDRAM_MD51
DQM6|-441—SDRAM_DQMS N8R e E—SDame SMA4 Bna DQ4{->5 SDRAM_MD4 SMA4 2 as DQ4(-75 SDRAM_MD20 SMA4 2 as DQ4{-55 SDRAM_MD36 SMA4 2 ias DQ4{-55 SDRAM_MD52
DQM7 SDRAM_DQM7 AN/ H_ Spamz SMAS A5 DQ5|2 SDRAM_MD5 SMA5 32 1as DQ5(—12 SDRAM_MD21 SMA5 32 1a5 DQ5(2 SDRAM_MD37 SMA5 32 1a5 DQ5(2 SDRAM_MD53
33 0.160W 2% SMAG S1-{ns DQ6{5 SDRAM_MD6 SMAB S1-1A8 DQ6(—1% SDRAM_MD22 SMAG 31146 DQ6|5 SDRAM_MD38 SMAG S1-1A8 DQ6|{ 3 SDRAM_MD54
SMA7 321a7 DQ7| 43 SDRAM_MD7 SMA7 32-1a7 DQ7| 4> SDRAM_MD23 SMA7 32-1a7 DQ7| 43 SDRAM_MD39 SMA7 32-1a7 DQ7| 43 SDRAM_MD55
RS 3 12 RN5:C SMAS 32-1n8 DQ8| 42 SDRAM_MD8 SMA8 351h8 DQB|-42 SDRAM_MD24 SMAS 351a8 DQB| 42 SDRAM_MD40 SMAS 35-1a8 DQB| 45 SDRAM_MD56
CASg|-R>—SDRAM_CAS0 AN SMCASO SMA9 aA9 Dag| -2 SDRAM_MD9 SMA9 aiA9 DQ9|-42 SDRAM_MD25 SMA9 31A9 DQ9| -2 SDRAM_MD41 SMA9 a{A9 DQ9| 42 SDRAM_MD57
CSAT-— 33 0.160W 2% SMA10 22 Inr0(aP) DQlel-52 SDRAM_MD10 SMA10 22 In10(aP) Daiel-5> SDRAM_MD26 SMA10 22 In10(aP) DQiol-5> SDRAM_MDA42 SMA10 22 |n10(aP) DQiel-4> SDRAM_MD58
U3 . 13 RN5:D SMA11 S2Al DQ11f57 SDRAM_MD11 SMA11 oAl DQ11f57 SDRAM_MD27 SMA11 oAl DQ11f47 SDRAM_MD43 SMA11 ek DQ11(-47 SDRAM_MD59
RASG| )2 SDRAM_RAS0 AN SMRASO —36 Ine DQ12(-23 SDRAM_MD12 —36 I\ DQ12(-23 SDRAM_MD28 —36 I\ DQ12(-23 SDRAM_MD44 —36 \e DQ12(-£3 SDRAM_MD60
RAST|I4 33 0.160W 2% DQ13(-22 SDRAM_MD13 DQ13(-22 SDRAM_MD29 DQ13(-22 SDRAM_MD45 DQ13(-2¢ SDRAM_MD61
DQ14f-21 SDRAM_MD14 DQ14f-21 SDRAM_MD30 DQ14f-21 SDRAM_MD46 DQ14f-21 SDRAM_MD62
DQ15 SDRAM_MD15 DQ15 SDRAM_MD31 DQ15 SDRAM_MD47 DQ15 SDRAM_MD63
us 1 16 RN7:A = = b= =
MA@ SDRAM_MAO AAVAY, : SMAO
MAT SDRAM_MAT ZAAN-1S BB SMA1 20 & 2 & 2 % 20 &
MA2 SDRAM_MA2 2 AN\ 13 RN7:D SMA2 SBAO BAQ Q SBAO 51 |BA@ =) SBAO 51 |BA? &) SBAO 51|BA@ =)
MA3 SDRAM_MA3 S NN RNZE SMA3 SBA1 BAl O SBAT BAl O SBA1 BAl O SBA1 BAl O
MA4 SDRAM_MA4 6 VAV 11T RNTZF SMA4 18 |z E 18 |z £ 18 |z E 18 | E
MAS 2 ——SDRAM_MAS S NIN——RNZ6 SMA5 SMRASO——5-RES 5 SMRASO BRS 5 SMRASO BRS 5 SMRASO BRs 5
MAG| o — SDRAM_MAG z m RN SWiAg SMCASO—7{cas 3 SMCASO cas 3B SMCASO cas 3B SMCAS0 cas 3
MAS|- 3 SDRAM_MA8 T AA/1ERN4:A SMAS SMWE——6-{wE 3.3v SMWE 16_Wg 3.3V SMWE 16_WE +3.3V SMWE —18{WwE +3.3V
maof- W5 SDRAM MA9 2 NAN-15- RSB SMA9 SMCS——19-[¢S SMCS 19 I1t5 SMCS 19 {65 sMcs——19-{¢S
MA16| Y SDRAM_MA10 2 NV 13 RN4D SMAT0 15 15 15 15
MA11 SDRAM_MA11 5 VNS RNGE SMA11 gBQMO 3o |DAML C64 C66 SDQM2 39 |DAML C68 C69 SDQM4 39 |DAML C72 C73 C74 SDQM6 39 |DAML C76 C77 C78
— VNI RN4F QM1 DQMH 0.1 033+ 10 SDQM3 DQMH 0.1 033 + SDQM5 DQMH 0.1 033+ 10 sbam7? DQMH 0.1 033 + 10
U1 7 1o RN4:G MCLK1—— 38 |cik ( ( MCLK2—— 38 lcik ( ( MCLK3——38|cik ( ( MCLK4——38cik ( (
Cse —a NN N N — —8
2 A 555 9 sy ey Ty s i s T s i sy Taor Ty s i sy ey Ty
Y4 33 0.160W 2% 40 () () 0 (V) (" 0 (V) () () 0 (\ () ()
BA1 —42 Ine —42 Ine —42 Ine —42 Ine
WWEILR4 5 A, 12 RN5:E K4S641632F-TC75 K4S641632F-TC75 K4S641632F-TC75 K4S641632F-TC75
SDRAM_CS0 = SMCS
. GND GND GND
AF19 6 11 RNS:F
MCLKO SDRAM_BAO AN SBAO
McLki|-AF2@ . RN5:G
SDRAM_BA1 AN 2 SBA1
STPC ATLAS SDRAM_MWE 8 Ann 9 RNSH e SMA[O:11]
1 AAA 16 RN5:A
2 AAA 15 RN5:B
33 0.160W 2%
MCLK1, MCKL2, MCLK3, MCLK4 AND
SDRAM_MCLKI MUST BE THE SAME
LENGTH.
ALL CLOCK NETS TO AND FROM
RN8 MUST BE SHIELDED AND ON INNER LAYER
RN8:H
L SDRAM_MCLKO—— S AAA8—— MCLK
SDRAM_MCLKI 10 AANL
MCLK4 1 AANE
MoLK? RRAAAS NOTES:
MCLK3 13 AAN2
MCLKA 16 AAN 1. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
15 2 ALL CAPACITORS ARE IN MICROFARADS;
— ANV ALL RESISTORS ARE IN OHMS
14 AAAD
C62
10 0.160W 2% 10pF 2. COMPONENTS WITH GATES THE:
NO TRACES UNDER 50V POWER PIN IS CONNECTED TO NET VCC OR +3.3V.
RN8 ON TOP SURFACE 5% GROUND PIN IS CONNECTED TO NET GND.
GND
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REV. REV. REV. N DIMEMSIONS ARE IN INCHES MATERIAL
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